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¿Qué magnitudes relaciona la curva característica de un transistor de efecto de
campo?

Seleccione una:

a. Intensidad de corriente por la puerta y tensión drenador-fuente.

b. Intensidad de corriente por la puerta y tensión puerta-fuente.

c. Intensidad de corriente por el drenador y tensión drenador-fuente.

d. Intensidad de corriente por el drenador y tensión puerta-fuente.

Para que en un transistor MOSFET de acumulación de canal p se establezca
una corriente eléctrica las tensiones deben ser

Seleccione una:

a. VGS > 0 y VDS > 0.

b. VGS < 0 y VDS < 0.

c. VGS > 0 y VDS < 0.

d. VGS < 0 y VDS > 0.

Considere un transistor de silicio BJT npn donde VBE = 0.7 V y VCE = 6 V. Dicho
transistor se encuentra en la región

Seleccione una:

a. de saturación

b. activa directa

c. de corte

Un transistor MOSFET de acumulación de canal n en la región óhmica

Seleccione una:

a. aumenta su resistencia según aumenta VGS.

b. tiene una resistencia constante.

c. disminuye su resistencia según aumenta VGS.

La región de saturación de un transistor

Seleccione una:

a. MOSFET y para un BJT, corresponde a la zona donde se comportan
como una fuente de corriente.

b. MOSFET corresponde a la zona donde éste se comporta como una
fuente de corriente y para un BJT a la zona donde se comporta como fuente
de tensión.

c. BJT corresponde a la zona donde éste se comporta como una fuente de
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corriente y para un MOSFET a la zona donde se comporta como fuente de
tensión.

d. MOSFET corresponde a la zona donde éste se comporta como una
fuente de corriente y para un BJT a la zona anterior a la activa directa con
valores de tensión entre colector y emisor de valor absoluto bajo.

¿En  qué  regiones  de  funcionamiento  operan  como fuentes  de  corriente  los
transistores bipolares y los de efecto de campo?

Seleccione una:

a. Región activa directa y óhmica.

b. Región de saturación y óhmica.

c. Región de corte y de saturación.

d. Región activa directa y de saturación.

En un transistor de silicio BJT npn polarizado en la región activa directa

Seleccione una:

a. VCE es aproximadamente 3 V.

b. VCE es aproximadamente -3 V.

c. VCE es negativa con un valor que depende del circuito.

d. VCE es positiva con un valor que depende del circuito.

¿En  qué  región  de  funcionamiento  un  transistor  de  efecto  de  campo  se
comporta como una fuente de corriente controlada por tensión?

Seleccione una:

a. En la región de corte.

b. En ninguna.

c. En la región de saturación.

d. En la región óhmica.

¿Cuál de las siguientes curvas corresponde a la característica de salida de un
transistor bipolar de unión?

Seleccione una:

a. curva c

b. curva a

c. curva b

d. curva d

En un transistor de efecto de campo en la región de corte, ¿qué intensidades de
corriente son nulas?

Seleccione una:

a. Sólo IG

b. Todas

c. Sólo IG e ID

d. Sólo IG e IS
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